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Inventia se refera la tehnologia semiconductorilor, in special la procedeele de obtinere a nanocompozitelor.

Procedeul de obtinere a nanocompozitului include sensibilizarea §i activarea catalitica a suprafetei unei structuri poroase
obtinute in prealabil si umplerea ulterioara a porilor cu metal. Sensibilizarea si activarea cataliticd se efectueaza in camp
ultrasonor. Structura poroasa poate fi executatd din material semiconductor.
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